
выходного каскада. Значение выходного тока (в амперах) посред­ством АНИ /ЯЛ выводится на светил иодные индикаторы Н1Л— Н1А.По указанно։՜! схеме был разработан стабилизированный источник питания, при помощи которого исследованы основные характеристики квантового усилителя на волне л 1.35 г.ч. Напряжение необходи­мого .магнитного поля для КП У составляет 0.7 I Гл, которое дости­гается пропусканием 7 10 А тока через сверхпроводящую обмотку специального разработанного электромагнита со сверхпроноч.яшей об­моткой.Максимальное значение выходного тока разработанного источника питания—19.99 А, нестабильность, тока при 19.99.4—0,01%. а дол­говременная нестабильность в режиме «СТОП» 1 мЛ1ч, КПД при максимальном токе —60%. габаритные размеры прибора —380Х 420 X 120 .ил!, масса 12 кг
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 658.652.3:621.382.33

А. Д_ СИМОНЯН, О И. БРОТИКОВСКИЙ. А. А. ВАРДАНЯН А II ПИРУМЯНУЛУЧШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СИЛОВЫХ ГРАИЗИСТОРОВ НА ОСНОВЕ С1ЕКЛОЧЕЗАИДССИВАЦИИ
Предлагается применение технологического процесса стек.юмгзаиассив тин для 

.ьмяиты от поверхностного пробоя силовых высоковольтных траилнторов взамен 
применяемого проиегса кислстно-струйногб профилнровяняя. Приведены ц-.шные 
апробации предлагаемого метода на опытных партиях црнборов. Исходя из полу­
ченных результатов. идкэЗЗНЗ целесообразность внедрения описанного технологиче­
ского процесса в производство.

Ил 3 Бнблпогр : I казн.

Ип <! ! !>\и^шчп1 шЪ и1!/кЛп{п^(ип1.>,՝^ >/ррДрЪ։[1ш։){‘ фп(ишр1Ф и1ч/ш֊

фи 2^рч<а>[ •• п.-р.'-.," и--։! 14/11 »'р/Чрцрии/Пр-

ЬЬрр г 01 jZ.ll лр.<։-:и։лу1оЪД;<Т1 |'7.р.||П|.) .11 ЛЬ-

рчг^гч( фпрДЪшш'а игршЬ^рц1ППр\։1 р! l^։uq^aЬpш^laf^^!шЪ > !■ Ч1{'1}2пЛр-

'“(чИ1и>։[пр111иЛ I, 1п!.Ьйч';лцЬ>и1{1и’</ чпр.';рир,1,>/К ша ։п. р 'чЛ/пиТЬ II. 1. 1ги11ии1Ш^Ш‘.:чрЛ а։рЯ11'/Л։1։р1Развитие силового полупроводникового ирибо’.осгрсцчния и. в ча­стности. силовых транзисторов хзр.чктсризуется увеличением ком.му-44



тационной мощности приборов и повышением их быстродействия. С этой точки зрения важным требованием является изготовление полу проводниковых структур на основе пластин монокристаллического кремния с минимальной толщиной, имея при этом максимальные про­бивные напряжения коллекторного р п перехода Для получения пробивных напряжений, близких к теоретическим. прежде всего необ­ходимо исключить поверх нос тн ый пробой.

■ нс 1 Транз хторяые структуры с и именеяне.м: .и кислотпо-струй- 
։։о:։о трлвления, 6) стекломезапассивацн г I металлизация эмиттера, 
2 ֊ манер, 3 металл зация базы. 4 — разделяющая дорожи։ на 51 
6 ֊ база, 6 коллектор. 7 профиль, полученный струйным травле­
нием. 8 коллекторный р «-переход У КЛ՜—3։, 10 стекло.

11 — мезакаиавка.В производстве транзисторов серии ТКД 165 и 'ГКД 152 эта за­дача решается созданием яа месте выхода на поверхность коллек­торного р и—перехода определенного профиля ;; помощью кислотно- струйно.^ травления с последующей защитой поверхности кремнийор- ганическим каучуком КЛТ-30 |Т| (рис. ’ а). Н։> несмотря нт полу чаемые высокие пробивные напряжения, кислотно-труйное профили ровапис имеет ри I недостатков. основным из которых является виз кая производительность ввв.в пеобходимост։ поштучной обработки каждой структуры. Кроме того, качество обработки из-за прецизион­ности технологического процесса во многом зависит от квалификации ■оператор:». Другим недоста; ком является большая потеря рабочей площади структуры, отведенной под струйное травление. что нежела­тельно для транзисторных 'труктур диаметром менее 25 мм.Альтернативным способом защиты от поверхностного пробоя яв­ляется создание но периферии транзисторной структуры мезакаиавк-И 
с последующим нанесением на поверхность р— п -перехода слоя стек­45



ли грис. 1 б). Вашдрение п производство силовых граизисто’иж тех­нологическою процесса сгекло.мсзапасеинации позволит снизить се­бестоимость приборов за счет групповой обработки и снижения рас­кола остродефицитных дорогостоящих материалов, повысить и юцеит выхода годных приборов.

Рис 2. а) нолуироводницоззн илзстиил (стрелкой и ока.։.'։;-и мезакапанкд). 
б! фрагмент м-закдилцки с нанесенным слоем стекло (увеличение >.500).Защитный г.!.,); стекла на поверхности мезаструктуры создается Оплавлением пр ч температуре 9-10՜ С порошкообразного стекло.мате- риал:։ марки С-ЗВТ. который предварительно осаждается в мезака- навку методом лчектрофореза М₽то-| пилу 1ения етьчлщщрошка харак­теризуется высокой ’.оспрои.зводлмегтыо и поддается автоматизации. Имеется также возможность измененном пропорций компонентов варьировать такими характеристиками стекла՝, как температура оплав­ления. КТР и зарядовое состояние. Ванду малого расхода стеклома- тсриала I ~ 50 кг на I м.и: структур) ею изготовление может беять 46



налажено непосредственно на пре чприя > пп изготовителе силовых по- л у п роводнИ КОВЫ X Приборов.

I ис 3. Гистограммы процентного распределении напряжен и / 1։ н 
',, ։> ирн струйном ^профилировании; б) при стекломезапассивш ил.

При внедрении технологического процесса стекломеза пассивации к производство силовых транзисторов на предприятиях НПО «Тран­зистор» были изготовлены опытные партии приборов ио описанной технологии. На рис. 2 а и б показаны общий вид полупроводниковой пластины с семью тратиис горными структурами и фрагмент меза ка­навки с нанесенным слоем стекла. Были проведены измерения обрат вых воль։-амперных характеристик по параметрам 1А<,л в <\из­готовленных транзисторов при температуре 125°С, на основе которых построены гистограммы (рис. 3 а). Аналогичные гистограммы по­строены для транзисторов, у которых защита от поверх ноет юго про боя осуществлялась струйным профилированием (рис. 3 б). Сравне­ние полученных резульгэгов показывает, что, несмотря на незначи­тельное уменьшение верхнего предела напряжений, процент выхода । одних приборов 600 i3. 7ь0 Zf) увеличился и a 15%.
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